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"Strahlung abgebencle Halbleiteranord- 
nung mit hoher Strr.hlun,e;sleistun,t!: 1T 



Die Erfindung betrifft eine Strahlung abgebende Halbleiter- 
anordnung mit hoher S trnhliingsleis tung , aus einem zuniindest 
an der der Halbleit er anorduung zugewandten Oberflachenseite 
isolierenden Gehausesockel mit einer strahiungsdurchlassigen, 
die Halbleiteranordnung bedeckenden Kunststofflinse. 

Bei den bisher belcannten Strahlung abgebenden Halblei teran- 
ordnungen wird beispielsweise eine GaAs-Diode auf einem Gehause- 
sockel befestigt. Nach der Verbindung der Anschluflelektroden 
des Halbleiterkorpers mit den Gehausezufuhrungen wird das 
Halbleiterbauelement mit einem linsenfbrmigen Abschlufl ver- 
sehen. Bei diesen Anordnungen ist die Strahlungsleistung bei 
Gleichstrombetrieb in der Hegel auf 10 mW beschrankt. Zwar 
kann durch die Wahl von Bauelementen mit grofierer Sperrschicht- 
flache die Strahlungsleistung vergrofiert verden, doch machen 
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sich bei groBf lachigen Baueleraenten zunehmend Instability ten 
bemerkbar. Auflerdera wachst die S trahlungsleistuns in diesen 
Fallen nicht proportional mit dem zugtJuhr ten Strom an, 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Halb- 
leiteranordnung anzugeben, die eine _sehr hohe Strahlungs- 
leistung aufweist und bei der thermische Ins tabilitaten 
vermieden werdeii. Diese Aufgabe wird bei einer Anordnung 
der eingangs beschriebenen Art erfinclungsgemafl dadurch ge- 
lost, daft auf dem Gehdusesockel eine groflere Ahzahl von 
Strahlung abgebenden Halbleiterbaueleinenten angeordnet und 
diese Bauelemente entweder sanitlich hint ereinander geschaltet 
Oder parallel zueinander geschaltet sind, und daft die Halb- 
leiterbauelement e so auf der Sockeloberflache angeordnet sind, 
daft keine oder nur geringfiigige Strahlungsverluste auftreten. 

Da bei der Parallelschaltung von Luraineszenzdioden Stabili- 
sierungswiderstande erforderlich sind, die zusatzliche Lei- 
stung aufnehmen, wird die Serienschaltung der Luraineszenz- 
dioden bevorzugt. Thermische Instabilitaten warden bei der 
Serien- oder Reihenschaltung vermieden, da durch jede Diode 
zwangslaufig der gleiche Strom flieBt. Bei einer gleichsinni- 
gen Reihenschaltung von beispielsweise neun GaAs-Dioden erhalt 



4 0 9841/0503 



- 3 - 



2315709 



man eine Inf r aro t-S tr ahlun^sl ei stung von ca, 500 raW. An der 
Gesamtanordnung liegt dabei eine Spannung von 15 bis 20 V t 
und es flieftt ein Strom von ca. 0,5 bis 1 A. Die Strahlungs- 
leistung kann mit geeichten Solarzellen geraessen werden. 
Dabei vird jedoch die Gehausetemperatur. mit beispielsweise 
25°C konstant gehalten. 

Die GaAs-Dioden, die fiir die erfindungsgemafie Anordnung in 
vorteilhafter Veise benutzt werden konnen, geben eine un- 
sichtbare Infrarotstrahlung mit einer Wellerilange von 9^0 nvii 
ab. Um den Verlust von Strahlungsleistung zu vermeiden, rails sen 
die Dioden raoglichst ira zentralen Bereich auf der Oberflache 
des Gehausesockels zusammengefasst werden. Der Gehausesockel 
weist moistens eine lcreisfbrmige Oberflache auf, so daft in 
diesem Pall die Leuchtdioden moglichst um den Mittelpunkt 
dieser Kreisflache herum gruppiert werden* Hierzu werden auf 
die Oberflache des Gehausesockels mehrere voneinander ge- 
trennte, met allisierte Flachenbereiche aufgebrac'ht, Jeder 
Flachenbereich dient dann als Anschlufl an eine Diode, Der 
andere Anschlufc jeder Diode wird dann mit dem in der Reihen- 
schaltung folgenden Flachenbereich elektrisch leitend ver- 
b und en. 
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Die Erfindung und ihre weitere vorteilhafte Ausges taltung 
wird noch im weiteren anhand eines Ausfiihrungsbeispieles 
•naher erlautert. 

Nach der Pigur 1 bestelit der Gehausesoclcel, beispielsweise 
aus einer Kupferschraube 1 mit einer aufgesetzten Isolicr- 
stof fscheibe 2. Diese Isolierstoffscheibe bestelit beispiels- 
weise aus BeO. Die Kupferschraube dient als Warmesenlce . fur 
die Halbleiteranordnung. Die Metallisierungen (6a, 7 Fig. 2) 
auf der Oberflache der Isolierstoffscheibe. 2 sind mit den 
in das Gehauseinnere fixhrenden AnschluBelektroden 4 und 5 
verbunden. Der Sockel wird nach dem Einbau der Halbleit erbau- 
elernente mit einer Linse 3 abgeschlossen, die aus durch- 
sichtigem Kunststoff , beispielsweis e Hakrolon, besteht. Jo 
nach der Form der Linse erhalt man unterschiedliche Offnungs- 
winkel. Die bevorzugten Ausfiihrungsf ormen veisen Offnungs- 
winkel von 80° bzw. 140° auf. 

. In der Figur 2 ist in einer Draufsicht die Oberflache <Ier 
Isolierstoffscheibe 2 dargestellt. Die Metallf lachen 6 sind 
um den Mittelpunkt der Scheibe gruppiert und bilden mit 
ihrer Anordnung drei Reihen und drei Spalten. Die erste 
Anschlulif lache 6a ist vergroflert und dient zum AnschluB 
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der Gehause-Anschlufielektrode. 4. An dem der AnschiuBfliiche 6a 
gegenuberliegenden Rand der Isolierstoffscheibe ist auiier- 
dem eine zehnte Metallflache 7 vorhanden, die zura Anschluft 
an die zvoite Gehause-AnschluBelektrode 5 dient. Auf jede 
der nemi Metallflachen 6 ist eine GaAs-Diode 8 mit ihrer 
einen Elektrode unter Bildung eines ohraschen Kontaktes be- 
festigt. Die andere Elektrode jeder Diode ist liber einen 
dunnen Zuleitungsdraht 9 mit der nachfolgenden Metallflache 
elektrisch leitend verbunden. Auf diese Weise werden alle 
Dioden gleichsinnig zucinander in Reihe geschaltet. Die 
letzte Diodenelelctrode in der Reihenschaltung wird mit 
der Metallflache 7 verbunden. 

Die erfindungsgemaBe Anordnung wird vorzugsweisc mit Gleich- 
strom betrieben. Es hat sich aber gezeigt, daft auch ein 
Impulsbetrieb moglicli ist. Im Irapulsbetrieb konnte die Anord- 
nung mit einent Strom bis zu 6A belastet werden, und es ergab 
sich eine raaxiraale Strahlungsleistung von 1,5W. Die Metall- 
flachen 6 bestehen beispielsweise aus Gold und werden nach 
einem der bekannten Verfahren auf die tsolierstof f scli&ibe 
aufgebracht. 

Ein besondercr Vorteil der oben beschriebenen Anordnung liegt 
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in der gunstig gewahlten Detriebsspanriung von 15 bis 20 V, 
Einzeldioden liaben im Betrieb eine DuchlaB spannung von 1,4- bis 
l f 8 V. Urn bei einem Einzelelement eine vergleichbare Strah- 
lungsleistung zu erzielen, sind Gleichst'rdme von ca. 10 A 
notwendig* 

Wenn anstelle von GaAs ein Halbleiterkorper aus GaP Oder 
GaAsP verwendet wird, eirhalt man Diqdenanordnungen, die Licht 
im sichtbaren Spektrum aussenden. 
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PatentansprUche 



\)J St-rahlung abgebende Halblei t erancrdnung mit hoher Strah- 
lungsleistung, aus einem zumindest an der der Halbleiteranord- 
nimg zugewandten Oberf lachenseite isolierenden Qehausesoclcel 
und einer strahlungsdurchlassigen, die Halbleiteranordnung 
bedeckenden Kunststofflinse, dadurch gekennzeichnet , daB auf dem 
Gehausesockel eine groBere Anzalil von Strahlung abgebenden 
Halbleiterbauelementen angeordnet und diese Bauelemente ent- 
weder samtlich hintereinander geschaltet Oder parallel zueinan- 
der geschaltet sind, und daB die Ilalbleiterbauelemente so. auf 
del- Sockeloberflache angeordnet sind,' daB keine oder nur gering- 
fugige S t r ahlung s ver lus t c auftreten, 

2) Anordnung nach Anspruch l f dadurch gekennzeichnet, daB 
iin zentz^alen Bereich auf der Oberflache des Gehausesockels 
mehrere rnetallisierte Flachenbereiche voneinander isoliert 
angeordnet sind, wobei auf Jedem FlachenteiJ eine Lumineszenz- 
Diode mit ihrer einen Elektrode befestigt ist, und daB alle 
Dioden In Reihe geschaltet sind. 



409841 /0503 



- 8 - 



2315709 



3) Anordnung nach Ansprucli 2, dadurch gekennzeichnet , daB 
die Reihenschaltung an ihar.en Endpunkten an die Gehausezulei- 
tungen angeschlossen ist. 

'*) Anordnuns nach einem der vorangehenden Ansprttche, dadurch 
gekennzeichnet, daB inv zentralen Bereich der Sockeloberf lache 
raetallisierte, drei Reihen und drei Spalten bildende Flachen 
angeordnet sind, die je eine Diode tragen. 

5) Anordnung nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch 
'gekennzeichnet, daB die Dioden GaAs-Dioden sind, die Infrarot 
Licht abgeben. 
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